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FEMORTA DESCRIFIIVA
para solicitsr
FATENTE DE INVENCION
en
ESPAK &

por VEINTE &ios

a norbre de SOCIETE DE DIFFUSIQN DES BREVETS DU FROFESSEUR RISLER, entidad

fraoncesa, estsblecide en 2 Avenue de 1’Opérs, Feris, Frencia, por:

YN PROCEDILIENTC PARA L4 PBRICACICH DE UN SISTEMA PRODUCICR DE FNERCIA®,

Bn principio, el problema de la energfa consiste en la utilize-
cifn de fuentes de energia simples y econdmicas. Entre les gue hen estado més
particulsrmente e la orden del dfa en el curso de eatos (ltimos aflos, hay que
citar la energia solar; se trata, como para la energfa nucleer, de transfor-
mor la potencisa suministrade por el sol on energfe elotricas por splicaciln del
efecto fotocléetrico.

Después de largos ¥ numerosos estudios, de los cuales los prin-

oipales han sido realizades en los Estados Unidos, se ha podido lleger a obte-
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ner ya una cierba cantidad de enorgla gretuita y contfnua, cuva conversifn

s¢ lleve a cabo eon olementos pricticemente inaltersbles y que no se degra—
dan, Lstas tentetivas ofrecen un zren interés a cnuse del hecho de que la
inagotsble energfz solar es infinitemente més £8cil de dominar que le ener=-
gfa nuclears For lo demds, este procedinmiento ofrece ventajas inconteste=
bles si se compora con las fuentes de emergfa usuales, teles como el carbén,
o el petrbleo, yao scan estas fuentes utilizadas directa o indirectamentes Io
que importa saber es que la Conferencia Internscional de Ariszena ha mostrado
en 1955 que 1o onergfe solar puede ser considersda desde shora camo teniendo
un porvenir lleno de promesss, en compa,racién con la energfa nuclear y sin pre-
Juzgar el porvenir de ésta.

Coto pod:f.a esperarse, estas conclusiones prometedoras hebfan
creado ‘mo emulecidn que condujo a la elaboracidn de varios dispositivos de
recuperacidn de la energia solar, el principel de los cuales ha sido indiscu-
tiblenente la pila fotoeldctricn. Eata se corscteriza por la produccidn ese
t8tica de una potencia que alcanzs hoy dfa aproximadamente 200 vatios por m2e
de superficie aisiac‘ia; pera dar una representacidn mis precisa de lo que To-
presenta esta potencia, consideramos por ejemplo el tejodo de una villa de una
superficie de 50 m2, reoubiecria de elementos de pila solear en superficie; ogw
te superficie podrd permitir la chiencidn por término medio de una energfa de
eproximedamente 10 K., os decir con la que alimenter sproximedomente 100 lfme
peras de incandescencia de 100 vatios, Nobturslmente, esta energfa habrd siao.
almacensds previemente en scumulasdores apropisdos. En todos los cosos, este
dispogitivo aparece debiendo mer tanto mis £80ll de utilizer cuanto que la apa=
ricidn del “ransistor y de los cuerpos seniconductores, dan un interés acrecene
t2do a este estudlo.

En realided, la estructira cristalina de ciertos semiconductores

permite, bajo el efecto de la radieciln solar constituide por fotones o, dicho
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de otro modo, por particulas de energfa luminossz, Gejando ssi la emigidn de
electrones que cbandonarfn las Orbitas de sus ftomos "egujeros' en la estruc-
tura del cristala
Entre los cristales mis habitualmente empleados hay que 1lemor

1a atencin sobre ol silicio, Si se desea llenar ol espacio vacfo, el "egu~
jero" ebierto por la sslida de un electron, basbard en un dispositivo fotoeléoe
trico sustituir slgunos &tomos de siliclo por algunos &tomos de arsénico. In
principio, cada luger dejefo libre por un electrén arrencado o su dtomo por un
foton, dicho de otro modo, cada "agujero", es considerado por convencibn como
represontando uns clerta carga de electricided positiva, sicndo el electron gue
ha ebandonado su puvesto, en lo que le concierne, una carga elementsl de electri~
cidad negotiva, Asf es como una delgada pelfculs de un cuerpo dado en el cual
cooxisten dos semiconductores en proporclones calouladas, puede ser lo sede, ba-
jo ol efecto de una exposicidn a la luz, es decir, de un bombardeo de fotones,
de movimientos internos spreciebles de electrones heoia los sgujeros y de los
sgujeros hacia los electrones; las cargas contrarias de estas dos manifestacio=
nes de energfa determinan con tode naturslided su etraccifn. Asf{, es posible
conalizer en un circuito exterior sl cristal y remificado en dos pumtos de s~
te, le produceidn de una corriente eléetrica utilizables

Zn principio, y sin entrar en una exposioidn téenica que no tenw
drfa equf su luger, una pila eléetrica solsr, a t{tulo de ojemplo, estord, pues,
oonstituida por una cepa de silicio a la cual se habrdn incorporedo trazas de‘
arsénico y trazas de boro, presentando estos dos cuerpos carscterfstices eléce
tricas de carge contraria, ILa domarcacidn entre los otros se denomina "unién"
(p-n) (positivapnegativa). Bs neoesariaﬁante a uno y otro lado de este plano
de seperecifn donde dsbe ser remificado el circuito de ubilizecidn,

En la préctica, wa pila solor estd constituida por un ciertq nfi-
mero de capas, tortas o discos yuxtapuestos en um feoipicnte do materia plésti-

ca. tranzparente.
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Noturalmente, en este caso, como en el del transistor de unidn
u otros, el silicio semiconductor dotedo de numerosas afinidades desde el pun-
to de vista gquinico, debe ser obtenido con un grado de puresna précticamenté
ebsoluto, ¥ si no el problema no poirfa ser resuelto, Es ontes de la criste-
lizacién cuando se le incorpora el arsénico, y luego el boro, que se introdu-
ce en una atndsfera geseosa &l mismo tiempo que el cristal, La sona pelicu-
lax contiene, pucs, Atomos de boro en une profumdidad extremedamente pequefia,

La analogia entre el fendmeno fotoeléotrico y el efecto tran-
sigtor nos ha incitado a congidersr su aplicacién simulténea en 'un dispositi=
vo destinado a la recuperacifn de la energfa y 2 almacenarlz;t en acumuladores
epropisdos. En otros térudinos, la presente invencibn tendrd, pues, por obje=
‘ot |

40 w La febricacifn de un sistems productor de energfa basado
& la vez en ¢l principio del sooplemiento de la pila soler y del transistor de
unidn en las condiciones siguientes: |

a) = El principio de¢ la pila solar empleede se ceracteriza por
la adaptacién del equipo fotosensible del Radifmetro de Crookes e la recuperam
cifn de la enorgla luminosa,

b) - E1 eje del redibuetro do Crookes, sopcarta a la vez las
aletas, hélices o ceras fotosensibles del Radibmetro y los discos de un sistow
me, trensistor de unidn &l silicio, o al germenio o al sulfuro de cadmio u otros
seiriconductores,

Tn 1o que concierne a esto Gltimo sistema, los dos blogues de sie-
liclo de 1a misme veriedad gon ecoplados & obtro bloque constituldo por un dsco
delgedo de silicio de la variante opuesta. Hay que sdiielar que en este apara-
to de principio, el silicio podrd ser sustituide por el germsnio 0 sus vecinos
trivelentes, aluminio, galio o indio u otros semiconductores. Recordanos qué

’

su presencia en estado de trazas en un cristel de germanio, 1o hace conductor
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de la electricidad negativa, In este caso particuler, el semiconductor (ger-
manio o siliclo) sufre modificaciones sensibles de resistancias bajo la influen-
cia de ia luze ITgual que para o1 siliclo, el foton que hiers el gormenio 1i-
bera un par electron-agujero gue permite el nseimiento de una corriente eléc-
trica, Basta alimenter un diodo con una tensibn inverse, siendo el resultado
funcidn de la intensided de le iluninacidn.

20 -~ Lia presente invenciln se caracteriza por el adelgezemien—
to de la superiicie recepiore, de menera que pertite el paso de los granos de
enercia luminoss. hasta 1o unibn, Este dispositlivo ofrece la ventsja de pre~
sentar una sensibilidad mayor que la de los elementos fotoconductores usuales,
Se podra decir en este caso gue una parte del aparato as{ reslizado constitui-
ri un verdadero foto-transistor, cuya base fotosensible se eitfia entre wn emi-
gsor v un colector. En cualci‘uier cego, el dispositivo asf realizado y que no
es obro ¢ue la reunidn de un diodo, el silicio y de un sistemn folosensible au-
menta la potencia de la corriente recuperados

Lios conexiones tendrdn por objeto recoger la energia acumulada
v transuitirla a un condensador apropiado, montado sobre el soporte del eje y
unido a su vez &l extorior con los scumuladores de olmecenamlento, El conjun-
to del sistema serd montado en un recipiente de vidrio o de cuerzo, del género
tubo de vecio.

30 = La presente invencidn estf constituida ademfs por un ter-
cor dispositivo representedo por un sistena energético conexo basado en la ubti-
lizacidn de un aglomerado magnético obtenido por migracidn de Atomes metflicos
en sistema heterogéneo, Constituido por pequefias pastillas de polve fritado
comprimidas a presidn muy elevada v montadas gobre 6l eje que soparba el radife
metro y el foto-transistor, permite asf en cicrtas condiciones de perfecta sin-
aronizacidn, la utilizacidn dipoler (atractiva y repulsora) del imfn que actla
sobre el chasis de maroes metflicos alsledos que rodean los dos sistemas dosord-

tos més arribas
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4%~ 1 conjunio del aparato, tal como se ha deserito en prin-
cipio, constituye el protobipo de la invencidn reivindicsde. ‘uince elemen-
tos montados en serie, peruiten obbener una tensifn de 10 voltlos con una in-
tonsidad Ge 50 a 250 milismperios, segln la intensided de la insolacibn, sien-
do considerada la energia del sistema treansistor como constante.

Esta sclicitud que corresponde a le presentada en Franola, ep
3C de Enero de 1959, bajo el nfimero FuV. 785,395, se scoge a los beneficios del

artfculo 51, del vigente Hgtatubo scbre Propieded Industrisl.

NOTA4

Los punhtos de invenciln propia y nueve que se presentan para
que seon objeto de este Patente de Invencifn en Espaila, por VEINTE sdios, son
los sicuientes:

10,~ Un procediiiento pera la fabricecién de un sistema pro-
ductor de energfa, basado o la vez en ol principio del acoplamiento de la pi-
la soler y del tronsistor de unidn, corscterizéndose el principio de la pila
soler por la adaptecifn del equipo fobosensible del radifmetro de Crookes y
porgue el eje del radifmeiro de Crockes soporte las eletas, hélices o coras
Totosensibles del redifmetro y los discos de un sistema trensistor de unién
de silicio.

20,~ Un procodimiento seglin el punto 1°, caracterizado porque
las superficies fotoconductores o fotosensibles, esidn adelgesadas y ls ener-
afa que emiten estd conectada con un condensador exterior unido a \m ecumula-~

dor de slmacenamiento y el conjunto estd montado en un tubo de vacio de vidrio

[+13

0 de cuarzo.

39~ Un procedimiento segln los puntos anteriores, carecterize-
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do por la adicidn de un tercer sistena energético, uontado scbre el eje del
aparato 7 congiituldo por un elemento megnético que utilize en sincronizacidn
i eﬂerﬁiﬂ«Parficular coh los elementos srriba descritos,

40,- Un procedimiento sepfn se reivindica en los puntos ante-
riores, carscterizado porque el prototipo srribe deserito estd consctado en
gserie con olros e¢lementos del mismo tipo pera ammenter su potencia,

50,~ Un procedimiento pera la fabricacidn de un sistema pro-
ductor de enexr:fa,

Tal v como se ha deserito en la Hemarla que antecede y con
los Tines que 5o han especificado.
| Esta lemoria consta de siete hojas, escritas por una sola
de sus ceras.

Nadrid,
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